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Guia de Ejercicios N? 7: Transistor JFET

Constante Valor
q 1,602 x 10719 C
mo 9,109 x 10731 kg
k 1,381 x 10723 J/K = 8,617 x 107 eV K
h 6,626 x 10734 Js = 4,136 x 10~ eVs
€0 8,85 x 10712 F /m = 88,5 fF/cm
€, (S1) 11,7
€-(Si03) 3,9

Parte I: Parametros y regimenes de operacién

1. Se tiene un JFET de canal N con: Vp = —3V, Ipss = 10mA.

a) Graficar la curva Ip vs. Vgg en saturacién. Suponer que A = 0 V1.

b) ParaVss =0V, -1V, -2V y —3V, graficar cualitativamente curvas Ip vs. Vpg para0V < Vpg < 10V.
Suponer que A = 0,03 V~!. Indicar el limite entre saturacién y triodo.

¢) ¢ Qué significado fisico tiene el valor Vp? ;Qué significa fisicamente que se forme pinch-off ? ;Por
qué ocurre para Vgs — Vps = Vp?
2. Se tiene un JFET de canal P con: Vp =2V, Ipgs = 5mA.

a) Graficar la curva Ip vs. Vgg en saturacién. Suponer que A = 0V~1.

b) Vas =0V, 0,5V, 1V y 2V, graficar cualitativamente curvas Ip vs. Vpg para —10V < Vpg < 0V.
Suponer que A = 0,03 V~!. Indicar el limite entre saturacién y triodo.

Parte II: Polarizacién

3. Se tiene un JFET canal N de pardmetros Vp = =2V, Ipgg =4mA y A = 0V ~! conectado como en la
Fig. 1. Las resistencias del circuito valen Rg1 = 4kQQ, Rgs = 1kQ y Rp = 1k{2, tension de alimentacion
es Vpp =5V y la fuente de tensién en el source es Vg =2V.

a) Calcular el punto de polarizacién.

b) Hallar el valor de Rg2 para el cual Ip = 0,5 mA.

¢) Recalcular el ftem (a) si ahora A = 0,1 VL.
)

d) ;Por qué es necesario que exista Vg? jSeria posible polarizar el dispositivo en saturacién si esta

fuente no estuviera presente?
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Figura 1
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4. Se tiene un JFET canal P de pardmetros Vp = 1V, Ipss = 2mA y A = 0V ! conectado como en la
Fig. 2. Las resistencias del circuito valen Rg1 = 1kQ, Rgs = 9kQ v Rp = 4k(2, tension de alimentacion
es Vpp =5V y la fuente de tension en el source es Vg = 1V.

a) Calcular el punto de polarizacién.
b) Hallar el valor de R para el cual Ip = —0,75 mA.
¢) Recalcular el item (a) si ahora A = 0,1 V~1.

Vbp
R Vs
Reo Rp

Figura 2

5. Determinar el valor de Vpg para el circuito de la Figura 3. Datos: Ipgs = 10mA, |Vp| =1V, Vpp =3V,

R=1009.
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Figura 3

6. Se tiene un JFET de canal P conectado segin la Figura 4. Sabiendo que |Vp| = 1V, Vpp = 4V,
[Ipss| =4mA, R = 1,5k, calcule el valor de la tensién de gate Vi sabiendo que |Ip| = 1 mA.
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Figura 4
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7. E1 JFET de la Figura 5 tiene Vp = -3V, Ipgs = 9mA y A = 0.

a) Hallar el valor de todos los resistores tales que el gate esté a una tensién de 5V, la corriente de
drain sea de 4mA y el drain esté a 11 V.

b) ;Cuédles son el maximo y el minimo valor posibles para Rp tal que mantengan al transistor con
corriente de drain constante?
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Figura 5

8. Se conecta en el circuito de la Figura 6 un transistor J; cdédigo 285485, que tiene pardmetros que coinciden
con los maximos (ver Figura 7).

a
b
c

d

) Hallar el valor de la corriente de Drain si Rg = 500 €.

) Hallar el valor de Rg si se quiere que Ip = 5mA.

) Hallar las méximas y minimas R;, que mantienen al JFET polarizado y en saturacién.

) Con Rg = 500 hallar los posibles valores de la corriente de drain si se cambia a J; por algin otro
transistor con el mismo cdédigo pero con pardmetros minimos de Vp y de Ipgs.

25V
R, =100 Q
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Figura 6
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit
OFF Characteristics
Gate-Source Breakdown Voltage Viemjess |lg = -1uA, Vpg =0 -25 - - v
Gate Reverse Current lass |Vas=-20V,Vpg =0 - - |10} nA
VGS = —20\.!', UDS =0, TA = +100°C = = -0.2 nA
Gate-Source Cutoff Voltage Vas(ef |lp = 10nA, Vpg = 15V -0.5 - | -4.0 v
ON Characteristics
Zero-Gate-Voltage Drain Current | Inss |VDS =15V, Vg =0 | 4 | - | 20 | mA

Figura 7: Extracto de la hoja de datos del dispositivo 2N5485.
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Parte III: Pequena senal

9.

10.

11.

Calcular los elementos del modelo de pequeiia senal de bajas frecuencias (g, 7,) para los siguientes
casos. Dibuje tanto el modelo como el circuito de pequena senal.

a) El transistor del ejercicio 3, polarizado como en el {tem (c).

b) El transistor del ejercicio 4, polarizado como en el item (c).

;,Cémo se modelan los efectos capacitivos en el transistor JEET? Dibuje el circuito equivalente de pequena
senal de altas frecuencias completo (las capacidades Cyq, Cys, Cyss, y también gy, o).

Se tiene un transistor JFET canal N con Ipgs = 1,95mA, Vp = —1,4V y A = 0 polarizado con una
corriente Ipg = 1mA. Considerando el criterio del 10% de error, jcudl es el maximo valor de vy,
admisible tal que el modelo de pequena senal sea vélido?

Parte IV: Integradores

12.

13.

Un JFET de canal N estd conectado como se muestra en la Figura 8. Considerar una fuente de ali-
mentacion de 5V. Los parametros del transistor son: Ipss = 10mA, Vp = —2V y X despreciable. Los
pardametros de diodo Zener son: Vy; =27V Iy = 1mA y I, = 20mA. Calcular los valores extremos
que puede tener la tensién en el gate Vo (V... v Va,...) para que el diodo funcione en la regién de
zener.
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Figura 8

Explicar por qué no se podria reemplazar en un circuito un transistor MOSFET por otro transistor JEET
con parametros de transconductancia iguales.



